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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices,
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CD\L Report-on-voling
Lig o

47E/500/CDV 47E/518/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found incthe report
on voting indicated in the above table.

CONTENTS

Replace the titles of Clause 3, Subclauses 5.7 and 5.18 withcthe following new titles:

3 Terms and definitions
5.7 Limiting output power (Po(ltg)) and limiting output power flatness (APO(ltg))
5.18 Power added efficiency (77,544)

Replace the titles of Subclauses 5.11, 5.19,:5.21, including the amendments brought to them
by Amendment 1, with the following new titles:

5.11 Intermodulation distortion (twoe<tone) (P,/P4)
5.19  nth order harmonic distortion ratio (P,/P1)
5.21 Spurious intensity under-specified load VSWR (Psp/Po)

Replace the title of Subclause 5.22 added by Amendment 1 with the following new title:

5.22  Adjacent channel power ratio (P,qj/Po(mod))

2 Normative references

Replace the existing references IEC 60617, IEC 60747-1, IEC 60747-4, IEC 61340-5-1 and
IEC-61340-5-2 including the amendments brought to them by Amendment 1 as follows:

IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (available at: <http://std.iec.ch/iec60617>)

IEC 60747-1:2006, Semiconductor devices — Part 1: General
IEC 60747-1:2006/AMD1:2010

IEC 60747-4:2007, Semiconductor devices — Discrete devices — Part 4: Microwave diodes and
transistors
IEC 60747-4:2007/AMD1:2017

IEC 61340-5-1, Electrostatics — Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic
phenomena — General requirements
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IEC TR 61340-5-2, Electrostatics — Part 5-2: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena — User guide

Replace the existing reference IEC 60748-3 as follows:

IEC 60748-3:1986, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 3: Analogue integrated
circuits
IEC 60748-3:1986/AMD1:1991

TEC 60748-371T980/AMD 271994
Delete the existing reference to IEC 60747-7:2000:
IEC 60747-7:2000, Semiconductor devices — Part 7: Bipolar transistors
Delete the references IEC 60747-16-2 and IEC 60747-16-4 added by Amendment 1:

IEC 60747-16-2:2001, Semiconductor devices — Part 16-2: Microwave_integrated circuits —
Frequency prescalers

IEC 60747-16-4:2004, Semiconductor devices — Part 16-4: Migrowave integrated circuits —
Switches

Add the new reference I[EC 60050-702:

IEC 60050-702, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 702: Oscillations, signals
and related devices (available at: http://www.electropedia.org)

3 Terminology

Replace the clause title with the followirig new title and introductory paragraph:

3 Terms and definitions
For the purposes of thiss.document, the following terms and definitions apply.

Replace entries 8.7, 3.14, and 3.16, including the amendments brought to them by
Amendment 1, with* the following new entries:

3.7

intermodulation distortion

PP,

ratio“of the nth order component of the output power to the fundamental component of the
Qutput power

Note 1 to entry: The abbreviation “/MD_" is in common use for the nth order intermodulation distortion.

SOURCE: IEC 60747-4:2007/AMD1:2017, 7.2.19.

3.14

nth order harmonic distortion ratio

Pren! Py _

ratio of the power of the nth order harmonic component measured at the output port of the
device to the power of the fundamental frequency measured at the output port
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3.16

spurious intensity under specified load VSWR

PgplP,

ratio of the power of the maximum spurious power measured at the output port of the device
to the fundamental frequency measured at the output port under specified load VSWR

Replace entries 3.17 and 3.21 added by Amendment 1 with the following new entries:

3.17

output power

PO

RF power measured at the output port

SOURCE: IEC 60747-4:2007/AMD1:2017, 7.2.2.

3.21
adjacent channel power ratio

Paqijo(mod . . . .
ratio of the total output power in a specified frequency band away from a specified carrier
signal frequency to the total power in a specified carrier signal frequency band, when a
modulation signal is supplied

Replace, in entry 3.9 as modified by Amendment 1, the{words "see 3.5.2.1 of IEC 60747-7" by
"see 7.4.3.10.2.2 of IEC 60747-4:2007".

Replace, in entry 3.10, the words "see 3.5.2.2*of |IEC 60747-7" by "see 7.4.3.10.2.2 of
IEC 60747-4:2007".

Replace, in entry 3.11, the words "see *3.5.2.4 of IEC 60747-7" by "see 7.4.3.10.2.2 of
IEC 60747-4:2007".

4.4.2 Temperatures
Replace the existing item 1) \with the following new item:

1) Operating temperature (ambient or reference-point temperature)

4.6.2 Dynamic¢ or r.f. characteristics

Replacel parameters 4.6.2.10, 4.6.2.20, 4.6.2.22 and 4.6.2.23 including the amendments
brought to them by Amendment 1 with the following new parameters:

Types
Parameters Min. Max.

A B C D

4.6.2.10 Intermodulation distortion + + +

4.6.2.20 nth order harmonic distortion ratio + +
(where appropriate) (note 2)

4.6.2.22 Spurious intensity under specified load VSWR + +
(where appropriate) (note 2)

4.6.2.23 Adjacent channel power ratio (where appropriate) + +
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5.7 Limiting output power (Po(ltg))

Replace the existing title and first line with the following new title:

5.7 Limiting output power (Po(ltg)) and limiting output power flatness (APo(ltg))

5 44— tation-distertion-{ WP

Replace the existing title including the amendments brought to it by Amendment 1 with-the
following new title:

5.11 Intermodulation distortion (two-tone) (P, /P,)

5.11.3 Principle of measurement

Replace, in the last paragraph of this subclause as modified by Amendment 1 "P,/P," with
Ian/P1l|.

Replace Equation (16) as modified by Amendment 1 as follows:

Pn/P1:Pn—P1 :PC—Pb (16)

5.18 Power added efficiency

Replace the existing title with the followifig new title:

5.18 Power added efficiency (%75q4q)

5.19 nth order harmonic distortion ratio (P4/P,,)

Replace the existing ‘title including the amendments brought to it by Amendment 1 with the
following new title:

5.19 ntherder harmonic distortion ratio (P,/P4)

519.3 Principle of measurement

Replace the existing first sentence and Equation (29) including the amendments brought to
them by Amendment 1 as follows:

In the circuit diagram shown in Figure 9, nth order harmonic distortion ratio P;,/P4 in dBc is
derived from Equation (29):

Ppin!Py = Pt — Py (29)
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5.21 Spurious intensity under specified load VSWR (PolPsp)

Replace the existing title including the amendments brought to it by Amendment 1 with the
following new title:

5.21 Spurious intensity under specified load VSWR (PsplPo)

5.21.3 Principle of measurement

Replace the existing last sentence and Equation (35) including the amendments brought to
them by Amendment 1 as follows:

The spurious intensity Pg/P, in dBc is defined as follows:

PgplPy = Pgy — P, (35)

5.22 Adjacent channel power ratio (P, (1,0q)/Pagj)

Replace the title of this subclause added by Amendment 1-with the following new title:

5.22 Adjacent channel power ratio (P,4j/P(mod))

5.22.3 Principle of measurement

Replace the existing second sentence iti-the first paragraph as follows:

Adjacent channel power ratio Py (moq) is the ratio of P,y to Pyimoq)-

Replace the existing second paragraph and Equation (39) as follows:

P44j/Po(mod) In dBEis given as the following equations in the circuit of Figure 12.

Padi/Po(mod) = Padj — Po(mod) = P3 — P2 (39)

Pn,nlnr\n the nviefing last line as follows:

Padj/Po(mod) 1S expressed in dBc.

5.22.6 Measurement procedure

Replace the existing twelfth paragraph as follows:

Adjacent channel power ratio P,qi/Po(moq) is calculated from Equation (39).
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6.1.2.4 Test procedure

Replace the sixth sentence of this subclause added by Amendment 1 as follows:

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher.

6.1.3.4 Test procedure

Replace the fifth sentence as follows:

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher:

6.2.2.4 Test procedure

Replace the sixth sentence as follows:

The phase angle is swept continuously by varying the length of the line stretcher.

6.2.3.4 Test procedure

Replace the fifth sentence as follows:

The phase angle is swept continuously.by varying the length of the line stretcher.

6.3.5 Test procedure

Replace the sixth sentehce as follows:

The phase angleis swept continuously by varying the length of the line stretcher.
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets a
semiconducteurs, du comité d’études 47 de I'lEC: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47E/500/CDV 47E/518/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur lg ‘vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

SOMMAIRE

Remplacer les titres de I'Article 3, des paragraphes 5.7,%et 5.18 par les nouveaux titres
suivants:

3 Termes et définitions

5.7 Puissance de sortie limite (P, ) et uniformité de la puissance de sortie limite
(AP (1tg))
5.18 Rendement en puissance ajoutée (7,44)

Remplacer les titres des paragraphes~5.11, 5.19, 5.21, y compris les modifications qui leur
ont été apportées dans I'’Amendement-1, par les nouveaux titres suivants:

5.11 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (P,/P4)
5.19 Taux de distorsion de¥harmonique de rang n (P/P1)
5.21 Intensité parasite Selon le ROS de charge spécifiee (Pgy/Py)

Remplacer le titre du paragraphe 5.22 ajouté par I'Amendement 1 par le nouveau titre suivant:

5.22 Rapport(de puissance pour le canal adjacent (Padj/Po(mod))

2 _Références normatives

comme suit:

IEC 60617, Symboles graphiques pour schémas (disponible a I'adresse
http://std.iec.ch/iec60617)

IEC 60747-1:2006, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 1: Généralités
IEC 60747-1:2006/AMD1:2010
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IEC 60747-4:2007, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Partie 4: Diodes et
transistors hyperfréquences
IEC 60747-4:2007/AMD1:2017

IEC 61340-5-1, Electrostatique — Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre
les phénomenes électrostatiques — Exigences générales

IEC TR 61340-5-2, Electrostatique — Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques

Contre fes phernomenes electrostatiques — Guide o utiffisation
Remplacer la référence existante IEC 60748-3 comme suit:

IEC 60748-3:1986, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Troisiéme’ partie:
Circuits intégrés analogiques

IEC 60748-3:1986/AMD1:1991

IEC 60748-3:1986/AMD2:1994

Supprimer la référence IEC 60747-7 existante:
CEI 60747-7:2000, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 7: Trarisistors bipolaires
Supprimer les références IEC 60747-16-2 et IEC 60747-16-4-ajoutées dans I'Amendement 1:

CEI 60747-16-2:2001, Dispositifs & semiconducteyrs</~ Partie 16-2: Circuits intégrés
hyperfréquences — Diviseurs préalables de fréquence

CEI 60747-16-4:2004, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 16-4: Circuits intégrés
hyperfréquences — Commutateurs

Ajouter la nouvelle référence IEC 60050<702:

IEC 60050-702, Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 702: Oscillations,
signaux et dispositifs associés (disponible a I'adresse: http://www.electropedia.org)

3 Terminologie

Remplacer le titrende l'article par le nouveau titre suivant et ajouter I'alinéa d'introduction
comme Ssuit:

3 Termes et définitions

Pouries besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

PRaoapanlanay oo optinlac fapmainala iAo 27 2 4d ot 2 416 ., oomnric loc pan
TNCTTITOTaC CT1C o ar tCTC oS tCTTITHITOTOgTIqOC oo 1, O. T CU O 1Oy COMTPTTS 1G9 1110

ont été apportées dans I'Amendement 1, par les nouveaux articles suivants:

3.7

distorsion d’intermodulation

P./P,

rapport de la composante du ni®Me ordre de la puissance de sortie & la composante
fondamentale de la puissance de sortie

ieme

Note 1 a l'article: L’abréviation «/MD,» est encore d’'usage courant pour la distorsion d’intermodulation du n
ordre.



http://www.electropedia.org/
https://iecnorm.com/api/?name=856ef52e23e94d51324bfee50733297f

-10 - IEC 60747-16-1:2001/AMD2:2017
© IEC 2017

SOURCE: IEC 60747-4:2007/AMD1:2017, 7.2.19.

3.14
taux de distorsion harmonique de rang »,

Pnth/P1
rapport de la puissance de la composante harmonique de rang n mesurée au port de sortie du
dispositif sur la puissance de la fréquence fondamentale mesurée au port de sortie

3.16

intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée

Psp/Po . . . , . -
rapport de la puissance parasite maximale mesurée au port de sortie du dispositif)sur la
puissance de la fréquence fondamentale mesurée au port de sortie selon le ROS«de’charge
spécifiée

Remplacer les articles terminologiques 3.17 et 3.21, ajoutés dans I'Amendement 1, par les
nouveaux articles suivants:

3.17
puissance de sortie
PO

puissance RF mesurée au port de sortie
SOURCE: IEC 60747-4:2007/AMD1:2017, 7.2.2.

3.21
rapport de puissance pour le canal adjacent

Padj/Po(mod)
rapport de la puissance de sortie totale dans une bande de fréquences spécifiée éloignée de

la fréquence du signal porteur sur Ja’puissance totale dans une bande de fréquences
spécifiée du signal porteur, lorsqu'un signal de modulation est appliqué

Remplacer, dans l'article 3.9 telque modifié dans I'’Amendement 1, les mots "voir 3.5.2.1 de
la CEI 60747-7" par "voir 7.4/3:10.2.2 de I'lEC 60747-4:2007".

Remplacer, dans l'article~3.10 tel que modifié dans I'Amendement 1, les mots "voir 3.5.2.2 de
la CEI 60747-7" par "voir 7.4.3.10.2.2 de I'lEC 60747-4:2007".

Remplacer, dans/l'article 3.11 tel que modifié dans I'Amendement 1, les mots "voir 3.5.2.4 de
la CEl 60747-7" par "voir 7.4.3.10.2.2 de I'lEC 60747-4:2007".

4.4.2 (Températures

Remplacer I'élément existant 1), par le nouvel élément suivant:

t—Température—de—fornctiommenment—{temperature —ambiamte—outemperature dupoint—de
référence)

4.6.2 Caractéristiques dynamiques ou RF

Remplacer les parametres 4.6.2.10, 4.6.2.20, 4.6.2.22 et 4.6.2.23, y compris les modifications
qui leur ont été apportées dans I'Amendement 1, par les nouveaux paramétres suivants:
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Paramétres Min. Max. Types
A B Cc D
4.6.2.10 Distorsion d’intermodulation + + +
4.6.2.20 Taux de distorsion harmonique de rang n + +

(s'il y a lieu) (note 2)

4.6.2.22 Intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée (s'il y + +
a lieu) (note 2)

4.6.2.23 Rapport de puissance pour le canal adjacent (s’il y a lieu) + +

5.7 Puissance de sortie limite (Poitq))

Remplacer le titre et la premiére ligne existants par le nouveau titre suivant:

5.7 Puissance de sortie limite (P,;44)) et uniformité de la puissance de sortie limite
(APy(1tg))

5.11 Distorsion d’intermodulation (& deux tonalités) (P/Py)

Remplacer le titre existant y compris les modifications‘qui Ilui ont été apportées dans
I'Amendement 1 par le nouveau titre suivant:

5.11 Distorsion d’intermodulation (deux fréquences porteuses) (P,/P,)

5.11.3 Principe de mesure

Remplacer, dans le dernier alinéa tel"que modifié par I'Amendement 1, "P,/P.\" par "P./P4".

Remplacer I'Equation (16) telle-que modifiée par I'Amendement 1 comme suit:

Pn/P1 :PH_P1:PC_Pb (16)

5.18 Rendement en puissance ajoutée

Remplacerie titre existant par le nouveau titre suivant:

5.18 » Rendement en puissance ajoutée (7,44)

5.19 Taux de distorsion harmonique de rang n (P{/Py)

Remplacer le titre existant y compris les modifications qui lui ont été apportées dans
I'Amendement 1 par le nouveau titre suivant:

5.19 Taux de distorsion harmonique de rang n (P,/P4)
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5.19.3 Principe de mesure

Remplacer la premiere phrase existante et I'Equation (29), y compris les modifications qui
leur ont été apportées dans I'Amendement 1, comme suit:

Dans le schéma de circuit représenté a la Figure 9, le taux de distorsion de 'harmonique de
rang n P.,/P4 en dBc est obtenu au moyen de I'Equation (29):

Pptn/Py = Pt — Py (29)

5.21 Intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée (Po/Psp)

Remplacer le titre existant y compris les modifications qui lui ont été apportées dans
I'Amendement 1 par le nouveau titre suivant:

5.21 Intensité parasite selon le ROS de charge spécifiée (Psp/Po)

5.21.3 Principe de mesure

Remplacer la derniére phrase existante et I'Equation (35), y compris les modifications qui leur
ont été apportées dans I'Amendement 1, comme suit:

L'intensité parasite Pg,/P, en dBc est définie de la maniere suivante:

Pg,/Py FBY, - P, (35)

sp ~

5.22 Rapport de puissance pour le-canal adjacent (P, y,4q)/Pagj)

Remplacer le titre de ce paragraphe ajouté dans I'Amendement 1 par le nouveau titre suivant:

5.22 Rapport de puissance pour le canal adjacent (P,4;/Pomod))

5.22.3 Procédure de mesure

Remplacer ta Seconde phrase existante du premier alinéa comme suit:

Le rapport de puissance pour le canal adjacent P,yi/Pymoq) €St le rapport de Py @ Po(moq)-

Remplacer le deuxieme alinéa existant et I'Equation (39) comme suit:

Padj/Po(mod) €N dBc est donné par les équations suivantes dans le circuit de la Figure 12.

Padi’Po(mod)= Padj ~ Po(mod) = F3— P2 (39)

Remplacer la derniére ligne existante comme suit:
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